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内容概要

　　本书不仅介绍了传统的p-n结、双极型晶体管、单栅MOS场效应管、功率晶体管等器件的结构、
原理和特性，还介绍了新型多栅MOS场效应管、不挥发存储器以及肖特基势垒源／漏结构器件的原理
和特性。
力求突出器件的物理图像和物理概念，不仅有理论基础知识的阐述，还有新近研究成果的介绍。

　　本书可作为电子科学与技术类低年级本科生的教材，也可供高年级本科生以及研究生等参考使用
。
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作者简介

　　黄均鼐，复旦大学微电子学系教授。
1961年毕业于复旦大学物理系，曾在物理系、电子工程系和微电子学系从事教学和研究工作五十余年
，长期从事半导体器件研制、半导体集成电路设计和集成电路计算机辅助设计软件的开发和算法研究
。
参与了包括锗、硅晶体管及射频卡、现场可编程门车列(FPGA)等多种集成电路芯片的研制，合作出
版6部有关晶体管、集成电路及FPGA的专著。

　　汤庭鳌，复旦大学微电子学系教授、博士生导师。
1961年毕业于复旦大学物理学系。
任中国电子学会理事、学术工作委员会委员，IEEE
SSCS上海支分会主席，IET(IEE)Fellow，IET上海分部副主.席。
主要研究领域为半导体工艺、器件的模型和模拟；MOS器件的小尺寸效应；铁电和阻变不挥发存储器
研究等。
曾合作出版专著1本，合作出版译著3本；在国内外学报和国际会议上发表论文二百多篇，编辑、出版
国际会议论文集十余集。

　　胡光喜，博士，副研究员，硕士生导师。
1982年至1986年在安徽大学学习，并获学士学位；1986年至1990年在西安交通大学学习，并获硕士学位
；2000年至2003年在复旦大学学习，并获博士学位。
2003年博士毕业后，留校任教至今。
主要研究方向有半导体器件的建汉与仿真、小尺寸半导体件物理、量子统计物理。
目前发表的第一作者或通讯作者SCI杂志文章有10多篇，国际会议文章多篇。
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　　3.4.2　晶体管的击穿电IN
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　　3.5.2　圆形晶体管的基极电阻
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　习题
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第四章　晶体管的频率特性和功率特性
第五章　晶体管的开关特性
第六章　半导体表面特性及MOS电容
第七章　MOS场效应晶体管的基本特性
第八章　半导体功率器件
第十章　多栅MOS场效应管
第十一章　不挥发存储器基础
第十二章　金属一半导体接触和肖特基势垒器件　
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编辑推荐

　　为了适应当前集成电路的迅猛发展和新型半导体器件的不断涌现，我们编写出版了《半导体器件
原理》一书。
　　《半导体器件原理》不仅介绍和分析了集成电路领域内一些基本器件，如p-n结、双极型晶体管
、单栅金属氧化物场效应管、功率晶体管等的基本结构和工作原理，还根据当前科学技术的发展，介
绍和分析了一些新型器件的结构和工作原理，如铁电存储器、相变存储器、阻式存储器、多栅场效应
管以及肖特基势垒源／漏结构场效应管等。
　　《半导体器件原理》的作者们在集成电路领域具有多年的教学和科研经验，希望通过该书的学习
或阅读，为读者了解集成电路领域传统的和新型的半导体器件结构以及它们的基本原理有所帮助。
《半导体器件原理》可作为电子科学与技术类低年级本科生的教材，也可供高年级本科生以及研究生
等参考使用。
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